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U&elom riedenia je zvy3enie hustoty Struk-
tar na negativnych litografickych maskéach
bez drahého a technologicky Casto nevyho-
vujiceho negativneho rezistu a drahych
sklenenych podloZiek pokrytych bezdefekt-
nou chrémovou vrstvou.

Uvedeného udelu sa dosiahne tym, Ze na
sklenenu podloZku sa nanesie pozitivny e-
lektronovo-citlivy rezist opatreny tenkou hli-
nikovou vrstvou. Expoziciou elektrénovym
zvidzkom a vyvolanim sa ziska Struktdra, na
ktord sa naprasi vrstva vysokotavitelného
kovu. Po odstraneni rezistu s kovovou vrst-
vou lift off technikou sa ziskaji negativne
litografické masky.

Sposob moéZe nédjst Siroké priemyselné vy-
uZitie pri vyrobe litografickych masiek vhod-
nych pre realizdciu integrovanych obvodov
typu SSI, LSI a VLSI.
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Vynédlez sa tyka spdsobu vyroby negativ-
nych litografickych masiek elekirdonovou li-
tografiou pre integrované obvody s mikro-
metrovymi a submikrometrovymi rozmermi
Struktur.

Doteraz sa pri vyrobe negativnych litogra-
fickych masiek exponovanych elektronovym
zvdzkom, pouZivaji negativne elektrinaovo-
citlivé rezisty. Tieto rezisty maji vo v8sobec-
nosti v porovnani s pozitivhymi rezistami
mensiu rozliSovacin schopnost, vysSiu cenu
a nie st dostupné v potrebnej kvalite, preto
z litografického a technologického hladiska
v mnohych pripadoch nevyhovuji. Negativ-
ne masky sa robia tieZ prekopirovanim cez
pozitivhe masky, ¢im vSak dochddza k ne-
Ziaducemu skresleniu Struktir v porovnani
s origindlom.

Uvedené nevyhody v podstatnej miere od-
strafiuje sposob vyroby negativnych litogra-
fickych masiek podla vynalezu, kiorého pod-
stata spofiva v tom, Ze na sklenenii pod-
loZku opatrent pozitivhym elektrdonovocitli-
vym rezistom o hribke 0,1 aZ 0,7 wmn sa na-
nesie hlinikova vrstva o hriibke 8 az 54 nm
a tato sa exponuje elektréonovym zvizkom
v pozitivihom mdde, priom sa pred samot-
nym chemickym spracovanim exponovanej
rezistovej vrstvy odstrdni hlinikovd vrstva
vo vodnom roztoku 1 aZ 5 % hmot. hydro-
xidov alkalickych kovov, vyhodne hydroxidu
sodného a/alebo hydroxidu draselného, po-
tom sa naprasi o hrdbke 80 aZ 120 nm vrstva
vysokotavitelného kovou, vyhodne z niébu a
napokon sa kovovd vrstva leZiaca na po-
zitivnom reziste odstréni lift off technikou.

Hlavnou prednostou vyndlezu je, Ze umoZ-
luje realizoval negativhe masku bhez dra-
hého a technologicky €asto nevyhovujticeho
negativneho rezistu a tiez bez drahych skle-

4

nenych podloZiek pokrytych bezdefektnou
chramovou vrstvou. Negativny spdsob vyro-
by litografickych masiek je nahradeny pozi-
tivnym spracovanim, ¢o v podstatnej miere
zjednodu3uje vyrobu negativnych litografic-
kych masiek. Skoseny profl Struktir v po-
zitivhom reziste umoZiiuje realizovat lito-
grafické masky so Strukt@rami aZ 0,2 unt,
ktoré sti vhodné aj pre rontgenovi a hlbokt
ultrafialova litografiu.

Na pripojenom vykrese, a to na obr. 1 je
zndzorneny profil sklenenej podloZky 1, kto-
rd je ovrstvend pozitivnhym rezistom 2 a po-
krytd tenkou hlinikovou vrstvou 3, na obr. 2
je zndzorneny pohlad na exponovanid a vy-
voland Struktiru masky s napraSenou vrst-
vou vysokotavitelného kovu 4 a na obr. 3
je zndzornend konetnd Struktara litografic-
kej masky.

Priklad

Na sklenent podloZku 1 sa nanesie elek-
tronovy pozitivny rezist 2 typu polymetyl-
metakrylat o hrabke 0,5 ym a napari sa
30 nm hruba hlinikova vrstva. Po expozicii
v elektronovom litografe sa hlinikova vrst-
va odstrani v 3 % hmot. roztoku hydroxidu
sodného a oplachne destilovanou vodou. Ex-
ponované vrstva sa vyvold v zmesi metylizo-
butylketéonu a izopropylalkoholu. Na takto
pripravenid S$truktiru sa napraZi o hribke
100 nm nidbova vrstva. Sklenend podloZka
1 so Struktirou sa potom vloZi do trichldr-
etylénu a po ultrazvukovom docisteni sa li-
tografickd maska osusi.

Vynélez modZe néjst Siroké priemyslené
vyuZitie pri vyrobe litografickych masiek
vhodnych pre realizdciu integrovanych ob-
vadov typu SSI, LST a VLSI.

PREDMET VYNALEZU

Spbsob vyroby negativnych litografickych
masiek, vyznafujici sa tym, Ze na sklenent
podloZku opatrenu pozitivhym elektrénovo-
citlivym rezistom hrubym 0,1 aZ 0,7 pym sa
nanesie hlinikgvd vrstva o hribke 8 aZ
54 nm a exponuje elektronovym zvdzkom
v. pozitivhom mdéde, priCom sa pred samot-
nym chemickym spracovanim exponovanej

rezistovej vrstvy odstrdni hlinikovd vrstva
vo vodnom roztoku s 1 a% 5 ‘% hmot. hydro-
xidov alkalickych kovov, vihodne hydroxidu
sodného, potom sa naprasi 80 aZ 120 nm
hrubd vrstva vysokotavitelného kovu, vy-
hodne z niébu a napokon sa kovové vrstva
leZiaca na pozitivnom reziste odstréni lift
off technikou.
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